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Vyndlez se tykd zplsobu vytva¥eni propojovaci metaliza&ni
sité, vhodné pro kontaktovdni velmi plytkych emitori a vytvdiFeni
dvou typa Schottkyho diod s rtznou vyskou Schottkyho bariéry.

Stabilita a spolehlivost charakteristik kontakt& silicid-Si
vede ke zvySenému pouZiti silicidi Jjako metalizadnich materidll
v integrovanych obvodech. Standardni kontakty silicid platina -
PtSi - kiemik 8i jsou formovdny depozici platiny na k¥femikovy
substrdt pfes masku v oxidu kiemilitém 8i0,. Nédsleduje Zihdni
pro vytvoreni vrstvy silicidu platiny PtSi reakci mezi platinou
a kifemikovym substrdtem. Vrstva silicidu platiny PtSi pfes 50 mm
silnd .je vZeobecn® uZivédna, aby byl kontakt odolny proti nédsled-
nému leptdni nezreagované platihy. P¥i formovdn{ vrstvy silicidu
platiny vSak dochdzi k jejimu nereprodukovatelnému zapuXt&ni
v kontaktech aZ do hloubky~s 0,15 /ums coZ v pfipadé plytkych emi-
tort /ijﬂv 0,35 /um/ zptisobuje degradaci proudového zesilovaciho
Einitele.

ZmenSeni hloubky kontaktu p¥i zachované tlouffce silicidu
platiny se v soufasné dob& FeS{ dv&ma zplsoby.

V prvnim zpisobu se deponuje série st¥idajicich se tenkych
vrstev platiny a kFfemiku na kiemikovy substrdt. Hloubka kontaktu
je urdena tlousfkou prvni{ vrstvy platiny, zatimco tlou¥tka sili-
cidu platiny PtSi je urdena celkovou tlou¥fkou platinovych vrstev.
K nevyhoddm tohoto postupu pat¥i Zasovd ndrofnost a technologic-
kd obtiZnost.

Ve druhém zpisobu struktury, u kterych se difunduje emitor
z vrstvy polykrystalického k¥emfku, vyuZivaji polykrystalicky
k¥em{k soufasn® jako bariéru proti zapuSténi silicidu platiny
PtSi. Prechod na struktury, kde emitor je vytvédfen z polykrysta-
lického kiemiku, vZak znamend zédsadni{ zm&ny v technologickém
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Vi%e uvedené nedostatky odstranuje zpdsob vytvé¥eni propo-
jovaci metalizalni sité podle vyndlezu, jehoZ podstata spolivd
v tom, Ze po naprdSeni bariérové vrstvy.titanwolframu na piedem
pripravené k¥emikové substrity a po jejim odleptani pres foto-
lakovou masku z mist, kde md byt vytvoren silicid platiny, nd-
sleduje odstranéni fotolaku, naprdSeni platiny a Zihdni. V kon-
taktech nepokrytych bariérovou vrstvou titanwolframu se vytvori
silicid platiny. P¥i sleptdni nezreagované platiny se odleptd
i bariérovd vrstva titanwolframu. Po naprédSeni dvouvrstvy titan-
wolfram - slitina A1SiCu a Jjejim vytvarovdni pres masku je blok
operaci vytvareni metalizani sit& ukonlen.

Vyhodou zplisobu podle vyndlezu Jje zabrdnéni vytvoreni si-
licidu platiny PtSi v emitorech a tim i odstranéni problémd sou-
visejicich s nereprodukovatelnou velikosti proudového zesilo&a-
ciho &initele. Uvedeny zplsob je produktivni, reprodukovatelny
a dédle umoZnuje vytvoPeni souSasn& dvou typd Schottkyho diod -
PtSi a TiW. ‘

Postup podle vyndlezu Jje vysvétlen na pFikladu pomoci
obr. 1 aZ obr. 5. Vychozi struktura s vytvo¥enou aktivni struk-
turou v k¥emikovém substrdtu ] a vyleptanymi kontakty v oxidu
k¥emiZitém S10, 2, pripraveni pro metalizalni sit je na obr. 1.
Na obr. 2 je naprdSend bariérovd vrstva titanwolframu TiW 3
o tlousfce 5a2 200 nm, kterd je pFes fotolakovou masku 4 odlep-
tand v roztoku H,0, 2 mist, ve kterych se bude vytvéret silicid
platiny. Vrstva titanwolframu TiW zabrdni vzniku silicidu plati-
ny PtSi v emitorech a v kontaktech, kde budou pozdé&ji vytvoreny
titanwolframové Schottkyho diody. Ndsleduje odstranéni fotola-
ku 4, naprdeni vrstvy platiny 5 o tlousfce 15 nm a #{hdnf{ p¥i
teplot& T = 450 °C, jak je zndzorn&no na obr. 3. V mistech kon-
taktu s kfemfkovym substrdtem 1 se vytvori silicid platiny 6.
Na obr. 4 je zndzornéna situace po sleptdni nezreagované plati-
ny a bariérové vrstvy titanwolframu v roztoku kyseliny chloro-
vodikové a kyseliny dusi&né HCl + HNO3 v poméru 3:1 pri teploté
T = 50 °C. Technologicky postup pokraduje depozici druhé vrstvy
titanwolframu 7 a slitiny A1SiCu 8 zndzornéné na obr. 5.
Vytvarovianim dvouvrstvy titanwolframu 7 a slitiny AlSiCu 8 pres
masku je blok operaci metalizadni sit€ ukonlen. V emitorech a
titanwol framovych Schottkyhe.diodéch je dvouvrstva titanwolfram
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TiW 7 a slitina AlSiCu 8, zatimco v ostatnich koniaktech je troj-
vrstva silicid platiny PtSi 6, titanwolfram TiW 7 a slitina
A1SiCu 8. |

Zphsob vytvéreni metaliza®ni sit& podle vyndlezu lze zahr-

nout do postupu vyroby tranzistord a bipoldrnich i unipoldrnich
integrovanych obvodi.



-5-
PREDMET VYNALEZU

241 874
Zptsob vytvéreni propojovaci metalizadnf{ sit& vyznaleny tim,
Ze po naprdSeni bariérové vrstvy titanwolframu a po jejim odlep-
tédni pPfes fotolakovou masku z mist, kde md byt vytvoren silicid
platiny, ndsleduje odstranéni fotolaku, naprdeni platiny a ¥{hd-
ni, nadeZ v kontaktech nepokrytych bariérovou vrstvou titan-
wolframu se vytvori silicid platiny a pFi sleptdni nezreagované
platiny se odleptd i bariérovd vrstva titanwolframu a po napréi-
Seni dvouvrstvy titanwolfram, slitina AlSiCu a jejim vytvarovd-
ni pPfes masku je blok operaci vytvareni metaliza&n{ sité ukonden.

1 vykres
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